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Hojn ntim. 1 .

- La presente invencién se refiere a dispositives

- semiconductores que compreﬁden un elemahto semicon&uctor;
unas salidas de conductor que estén en conexién eléctrica
con unas "pastillas" o 4reas de contactb.del elenento se-~
miconductor y una envoltura de resina sintética en la que
van aconmodados el elemento semiconductor, sus conexiones
eléctricas y parte de las salidas de conductor,

Las envolturas de resina sintética se suelen em-
plear en dispositivos semiconductores, tales como transis--
tores ¥y circuitos integrados. Se viene recurriendo enkla
préctica a usar, como material envolvente, una resina ter-
moestable, y a formar 1a.env01tura por moldeo de transferen
cis. Esta amplia aplicacién ha dado como resultado una Op=-
timizacidﬁ.gené}al tanto de las propiedades del material
envolvente comokdel control del procedimiento, obteniéndo-
se envolturas de calidad favorable. No obstante, esta técw-
nica de formax envolturas presenta ciertos inconvenientes.
La rapidez con que es posible dotar de envoliuras a los
dispositivos viene limitada por el tiempo neceserio para
endurecer 0 "eurar" la resina termoestable, lo cual tiene
una influencia perjudicial sobre el precio del dispositivo
semiconductor, Ademds, la viscosidad del material envolvend
te es reduéida, de modo gue durante la 6peraci6n de envol-
ver o encapsular hay que adoplar medidas para obtener un
buen cierre hermético del molde, para impedir que se for-
men rebabas. Ademids, al material de la envoltura se le in-
corpora otro material (por ejemplo, cera) para poder des-
prender o separar la.envoltura més fécilmente del molde;
ahora biew, esta edicién de material es cepaz de reducit -

1a calidad del material cnvolvente.
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. ejemplo, log hilos de conexidn enire el elemento semicoa~- =

.te de resina sintética termopléstica expandida o multice- ‘

 capsulacién y determina por 1o menos parte de la. forma ex-

Hoja ntm, 2

. -

Las envolturas de resina sintética termopléstica

no han encontrado aceptacién en la préctica. La viscogidad |.

-y

de la resina sintética termopldstica liguida es relativa-
mente elevada, de modo que el moldeo por inyeccidén con ‘vg=

te material puede dar luger répidamente a dafios dej por -

ductor y las salidas de conductor. El procedimiento de m01~]
deo por inyeccién ha de realizarse a una presibn relativa~
mente elevada para que se llenc fécilmente la cavidad de
moldeo, y'eg%a presién ha de mantenerse a contimacidén du~
rante un pe;iodo 0 intervalo de tiempo determinado, para
as{ compensar la contraccidén durante la solidificacidén de
la resinaz sintética en el molde, Por consiguiente, la dura-
cién del ciclo es bastante larga. Ademés, la proteceidn
que con resina sintética termopléstica se obtiene respecto
o influencias ambientzales., tales como la de los contami-
nantes que’haya en el ambiente, no es precisamente 6ptima.

Gon arreglo a la presente invencidn, se habilita
un dispositivo semiconductor que comprende un elemento se-
miconductor, unas salidas de conductor que estén en cone-
xién eléctrica con unas 4reas de contacto en el elemento
semiconductor y una envolitura de resina sintética, en la
cuzl van acomodados los elementos de semiconductor, sus
conexiones eléctricas y parte de las salidas de conductor,
compréndiendo dicha envoltura una encapsulacién interna
que ‘protege al elemento semiconductor y sus conexiones

eléctricas contra las influencias del ambiente, y una par-

lular ‘que 'va moldeada por inyeccién en torno-a dicha en-
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- de a presibn, de una resina sintética termoplédstica pro-

e o f e .
~vista de un agente expansor o expumante; a pesar de la vig

-de para impedir que a la envoltura del dispositivo se le

. nes definidas con exactitud,

~ conductor 'y sus conexlone" contra las 1nfluenc1as del am

3

Hofa nlim.

terior de la envoltura.

o Ia encapsula016n interna que prote ge contra las
influeﬁélag del ambiente puede disponerse de manera seaci
1lla, e impide los dafios al elemento semiconductor y a los
hilos durante 1a»oﬁéracién adicional de emvolver con el ma
terial termopléstico. La parte de envoliura temepléstica

puede formarse por atomizacién, en el interior de un mcl-

cosidad f%}ativamente alta de la resina sintética termo-
plééﬁica,7e§ posible evitar defios a la unidad que se esté
envolviendb, porque esta unidad cst4 ya encapsulada. En

contraste coﬁ lag resinas termoestables, no necesitan apla

carse requisitos especiales en el cierre hermético del mo;

adhieran productos de rebaba o "flashes", Ademds, tampoco
es necesafia-la aplicacién de un tratamiento sucesivo a
la resina termopléstica sintética en el molde, puesto que
el agente expansor asegura 1q expansién del material de
modo que la forma exterior de la envoliura corresponda
automiticamente a la cavidad del molde. La envoltura de
resina sintética termopldstica expandida, pues, puede dig
ponerse u obtenerse con un procedimiento operativo my rg
pido, en particular si el molde es enfriado. La envoltura
de-tal dispositivo semiconductor puede, de ese modo, fa-
bricarse a un precio relativamente bajo, puede ser de bue

na calidad y tener una forma exterior lisa con dimensio-

Ta. encapsulaczdn que protege al elemento semi- 1
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. unos conducitores de conexién,. se provee de una encapsula

vido con respecto a las aborturas de descarga o salida de

- ro una parte de pared del molde cierra u obtura las aber

Hoja nfim. 4 .

- )
-
[

biente puede constar, ventajosamente, de una resina’ggﬁ;
tética Yermoestable como, por ejempio,'un revestimieﬂ&?j
de polvo sinterizado de una resina epoxidica. La encaﬁéé‘
lacién protectord puede obtenerse en un pfocedimiento”opé
rativo répido y, como se describird en 1o que sigue, es:

posible encapsular simultdncamente verios dispositivos: e

miconductores, de tal manera que se economice tiempo y;ai.'
ademis, se eviten moldes complicados; ademds, mediante el
uso de tal procedimiento, no es necesario afiadir material
alguno al materizl termoestable para separar o extraer del
molde el producto encapsulado, de modo gue la calidad de
la encapsulacién puede ser cxtremadamente buena.

Ia resina sintética termoplédstica puede congls-
tir, venﬁdjosémente, en unc de los materiales de poli(sul
furo de propeﬁb) ¥y poli(sulfuro de fenileno), con azodi
carbonamida como agente expansor., En otra forms ventajo-
say la resina sintética termopléstica consta de una poli
amida expandida;con un agente impelente que comprende, co
mo constitutivo principal, carbonato de cinc.

Conforme a la invencién, un método de envolver
un dispositivo semiconductor se caracteriza porque un elg

mento semiconductor, que va eléctricamente conectado a

cién protectora contra influencias del ambiente, después
de lo cual el elemento semiconductor encapsulado ge dis-
pone en un molde dotado de una cavidad que determina la

Torme exterior de la eavoltura, y por gue el molde es mo
un dispositivo de ‘moldeo por inyeccidn; en el cual ‘prigie=
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turas de descgrga, luego.se sitda una abertura de alimen-
tacidn del molde éelanﬁe,de’la abertura de descargs, ¥ .se
inyecta una mezcla de material tefmopléstico'expansible
y'hn agente expansor o 1mpelente en la cavidad del molae,
Y a contlnua016n se cierra una parte de pared del nolde
contra 1a.gbertura de descarga, y el dispositivo semicon
dugtor &a envuelto o rgfestido se extrae del molde tras
el;enfriamﬁento del matefial termopléético expandido., Mé-'l
diante el uso de una matriz que pueda ser movida respec-*
to a las ‘aberturas de desg jcarge, es posible obtener un pro
ceéimiento de.envolver muy répido.

A continuécidnfse describiréd una forma de eje-.
cucidn del inventd, a titulo de ejemplo, con referencia a
los dibujos esqueméticés adjunbos, en los cualeé: ,

- la figura 1 es un alzado frontal de un con~
junto de dispositivo semiconductor, éin la envoltures;

- la figura 2 es un alzado'froptal del disposi
tivo semiconductor de la fig. 1, provisto de una encapsu
laciobn; .

- 1la figura 3 es un alzado lateral del conjun
to de dispositivo semiconductor de 1a'fig._2, y

- la figura 4 es un alzado frontal del dispo-
sitivo semiconductor formado a partir del conjunito repre
sentado en las figs. 2 ¥y 3y después de formar la envoltu
ra de termopléstico expandido; -

"~ las figuras 5 y 6 ilustran esquemdticamente

¥ fuera de escala cierto mimero de ejemplos de instalacio
. hes. de moldeo por 1nyec016n, en v1stas parclalmente en sec T

" ¢ién recta ¥ narclalmente en planta;. y

- = las figuras 7 a 12 1lustran esquemiticamente
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sintética termoestable como, por ejemplo, una resina epo

- xfdica. La encapsulacién puede ventajosamente ser dispues

6

Hoja ntim,

»
’

en seccién una instalacién de moldeo por inyeccién pars

‘

-

ticularmente adecuada para cncapsular continucmente aigé
positivos semiconductores con ﬁna resina sintética. -

La fig. 1 miestra una parte de un dispositi&d
semiconductor gque tiene unos terminales pr0porcionadbs'pdr
las salidas de conductor 1, 2 y 3; el conductor 3 tiene -
uns. cara dé sustentacién o soporte 4 para un elemento sg
midonductoi 5y ¥ las sali&as individuales 1, 2 y 3 estén -
unidas en una ftira continua'de conductor, de la cual se ilni
ve s6lo una parte en'la fig., 1. El elemento semiconductor
5 estd asegurado al soporte 4, por ¢jemplo, por medio de
soldadura blanda o de un'adhesivo eléctricamente conductvi
vo. Unog hilos de conexibn 6 y T formen una conexién elée
trica entre las 4reas 6 "pagtillas" de contacto del ele-
mento semiconductor 5 y los extremos de log conductores 1
y 2. Esta forma de construccién es uéual yara un transis~
tor provisto de una envoltura -de resina sintética.

En un dispositivo semiconduct;r conforme al pre
sente invento, la envoltura épnsta de dos partes. Una pri
mera parte de la envoltura (figuras 2 y 3) consiste en
una encapsulacién 8 de un material que protege al elemen
to semiconductor 5 contra'las'inflﬁencias del ambiente.
Este encapsulacién 8 estd dispuesta en torno al SOporté 4,
él elemento semiconductor 5, a los hilos de conexidn 6 y
7 ¥ a los extremos de los conductores 1, 2 y 3 que dan ha

ciz el elemento semiconductor. En una forma de construc—

c¢ibén favorzble, la encapsulacién consiste en una resina

ta calemtando para ello una tira de conductor que contig
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. partes que se.van a cubrir, unz mezcla en polvo, por ejém

. cer necesaria la aplicacién de presién sucesiva. La envol

.mol&e;’larjérte dé'eﬁvqltﬁré 8’pr6tggé =l dispositivo se -

-miconductor contra'daﬁos al llenar el molde.

7 -

Hoja nOm.
ne varios conjuntos ﬂe semiconduector y disponiendo, en las

plo, de resina epoxidica y endurecedor. El polvo, al que
s6lo se deja tomaf coﬁtacto con las partes’calentadas quei
se van a cubrir, se funde, se adhiere a estas partes\y'big
go se endurece o "cura". Esta operacién de cubrir con 1z -
mezcla en polvo se realiza, de preferencia, en un bafio ée:ﬁ

sinterizacién en remolino. De desearse as{, puede realizdr;.

anl

»

se mis de una “inmersién, para de ese modo desarrollar la: |.-
encapsulabién al espesor deseado.

.Ia segunda parte de la envoltura (fig. 4) con-
siste enAuna parte de envoltura 9 de resina sintética ter
moylésticahexpandida, que se dispone mediante moldeo por
inyeccidn;'EstE mol@eo por inyeccién puede ventajosamente
realizarse disponieﬁdo ung resina sintética termopléstica
coﬁ un agente expansor, a presifn, en un molde refrigera-
do. El método de disponer la segunda parte de la envoliu-
ra se describiréicon detalle mids adelante, haciendo refe-
rencia g las figs. 5 a 12. _

Como consecuencia del uso del agente expansor,

la cavidad de molde se llena por entero y la envoltura ado;

FL~4

ta con exactitud la forma de la cavidad del molde sin ha-

tura puede quedar dispuesta en un procedimiento de produg
cién particularmente répido, que se facilita enfriando el
molde. Como consecuencia de la viscosidad, felativamente

alté, de la resina sintética termopléstica, no es necesa~

rio imponer requisitos especiales 'al cierre hermético-del
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r Tras disponerse la envoltura de esta manefi;f}a
tira de conductores se seéciona, de maﬁera.ya conpcidq;'
para separar las salidas de conductor 1, 2y 3 del diéﬁé.
sitivo, El dispositivo resultente se representa en 1a:fig.
5 | 4.

La combinacién de la encapsulacién protectora 8
¥ la envoliura 9 de termopldstico expandido ha permitido
fabricar disvositivos semiconductores a'un ritmo rdpido
Yy a bajo precio. La envoltura puede tener cualquiér conw
10 figuracién deseada.,

Ha resultado ser ventajoso el uso de poli(sul
furo de propeno) o de poli(sulfurO»de fenileno) como re-
sina termoplé;tica j de azodicarbonamida como agente ex-
pansor, ﬁo.obéfante, pueden usarse como alternativa otras
15 reginas termOpiésticas y otros agentes expansores. Por
ejemplo, ha resultado my eficaz formar la parte de en-
volvente a base de poliamida expandida con un ggente in-
pelente que comprende carbonato de cine como constituti-
vo principal. _ | -

20 En la forma de realizacibén descrita, el dispo-
sitivo semiconductor es un transistor. Como se apreciari
obviamente, la invencién puede usarse también con otros

: diépositivbs semiconduétores tales como, por ejemplo, los

‘ circuitos integrados; y, en algunos dispositivos, un disi

25 pador de célor puede formar parte de la configuracién de

1a envoltura. ,

La accibén de formar o disponer la envoltura de
termopldstico expandido se describird ahora con referen~
qid1a las figs. 5 a'iz.fEh'ia disﬁosiqién de_compiesiéﬁ

11033 esquemiticamente representada en las figs. 5y 6, el dis




———a e

ar ke e 3 e

s e mmdbrn i hp st 9ot 2008 &

T ——

P,

P

68.126

15

20

25

30.
11033

Hojs n6m. 9

positivo semiccn&uctor no estd todavia en el molde. En»la

fig. 7 .se Tepresenta el lugar que ocupa el dispositivo se
i _

' miconductor en ¢l molde.

"En la flg. 5, el mimero de referencia 11 1nd1ca

una,, dlsp031016n mezcladora y de compresién para pléstlcés,

"

esquemdticamente representada. La forma de construceién .

de la misma no se estudiard aqui con mayor detalle, por---|

* e

" ger de tipo usual; por ejemplo, un dispositivo de extru~

-

/ .
sién. La disposicién de compresién 11 tiene una abertura

de descafgé 12, que estd rodeada de una placa enfriadora

13y férmiéamente aislada de aquella. Por debajo de la abeq

tura de deécgrga 12 ¥y de la placa enfriadorg 13 hay colo-
cada una guia 14 de un lado a otro de la cual pueden mo-
verse unos moldes 15. Los moldes 15 tienen una altura tal
que sus superficies superiores toman contacto de'aplica-
cién con la placé enfriadora 13 y la abertura de descarga
12, respectivamente, si bien es nccesario que la placa en
friadora 13 0 la gufa 14 puedan ser obligadas elédsticamen
te a ir una hacia otra en cierta ligera magnitud. Cada
uno de los moldes 15 tiene una cavidad de molde 17 y una
abertura 18 de alimentacién, En la disposicién mezcladora
y de compresién, un pléstico termoestable mezclado con un
agente expansor se lleva a una temperatura y presién a las
cuales esta mezcla es 1l{quida.

' Por debajo de la abertura de descarga 12, que
est4 continuamente abierta, se corre ﬁn molde 15 de modo

que} en un instante dado, la abertura de alimentacién 18

- 8e pone_delahte de la:abertura de descarge 12, forméndose

]un'mé%é?ial tefmoplés#icoién,la.cévidaq de.mbldéf17;'El. '

molde puede moverse contimamente, o bien puede detencrse
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L. por breve tiempo si asf conviene. Después de haberse hecho

| u obturada por la parte zlta del molde 15, lo cual coréé

.- sea tener este bebedero, pueden usarse unosg moldes 10 como
" los representados ‘en la fig. 6., En estos moldes se ha preg

1. cindido por completo de la pared supefibr; de modo que en

Hoja ntun. 10

v

avanzar el molde 15, la abertura de descarga 12 es cerrada |

o secciona el flujo de pléstico.'El pléstico permanece a
presidn y a elevada temperatufa en la disposicién 11; h@gv
ta que la cbertura de alimentacién del siguiente molde 15
se pone frente a la abertura de descarga. El molde 11end-{
se hace avanzar ahora ﬁornla gula, cerréndose con la pla-
ca 13 la abertura de alimentécidn 18 y enfriédndoge adicio
nalmente el molde, por contacto de la placa con dicho mol
de. Durante el enfriamiento, el material termopléstico se
contraeré, pero esto viené compensado por la expansién del
agente impelente, de modo que la cavidad de molde permane-
ce giempre adecuadamenté llena., Los moldes pueden trasla-
darse a 1o largo de la guia 14 sea de forma continua, sea
discontinuamente, de modo que, cada vez, la abertura de
alimentacién de un molde deja fluir el pléstico por la abex
tura de descarga al interior de la cavidad de molde, duran
te algin tiempo. Por haberse affadido al pldstico un agente
expansor o impelente, el plédstico no necesita ser "pdscog
primido" en el molde hasta haberse endurecido. Esto signi
fica que se obtiene un ciclo operativo ripido.

La fig. 5 representa uﬁos moldes 15 en los cua-
les, entre la abertura 18 de alimentacidn y la cavidad efeq
tiva de molde 17 hay formado otro conducto, de modo que ei
producto moldeado todavia pregenta una rebaba de bebedero,

En ocasiones, esto es molesto o inconveniente. Si no ge de
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. unas gberfuras 22 y 23 para la alimentacién y la salida

1a fig. 10), de tal manera que las aberturas 29, 30 y 31

11

tfoja ntim,

este caso la abertura de alimentacién esté constituiﬁg;por
lo que antes-eré dicha pared, ahora.completamente abie%fﬁ.
Esto tiepé la ventaja de que la abertura de descarga ié'gg
mnica con la caﬁidaé de moldeo durante sﬁstancialmenéeiq
todo el periodo en que el molde se hélla dispuesto debdia
de 1@ abertura de descarga. De ese modo se asegura tammes
bién una carga 0 llenado adecuadc cuando los moldes se ha
cen avanzar ripidamente. _

Una de las paredes laterales del objeto que se:.:
va a forﬁaf resbala ghora a lo largo de la placa enfria-
dora 13. Segin se ha descubierto, esta pared lateral, a
pesar de ello, tiene un aspecto muy satisfactorio y, de-
bido a la accidn expansiva, la cavidad de molde permenece
glempre édecuédamente llena, incluge durante el enfria~-
miento, siéndb’apeﬁas perceptible la contraccién.

' TLas figs. 7 a 12 ilustran esguemdticamente un
aparato para encapsular un transistor con un material ferx
mopléstico expaqdido, habiéndose omitido el dispositivo
de compresién y accidén de megcla. Este aparato comprende
una parte o seccibn bdsica 20 (véase también la fig. 8)
en la que hay formados un taladro 21 para la abertura de

descarga del dispositivo de mezela y compresidn, as{ como

del agua de refrigeracibén. Ademds, en la parie bédsica 20
hay formados unos entrantes 24 para la fijacibn de unos
yugos -0 culatas 25 que llevan montadas las gufas 26 y 27
(fig. 9). :

A la parte bésica 20 vg‘aseguradg,uha placa en

Afriaddra~23 que consfa.dg'ﬁha plufalidad de parte$ (véasg
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_que se apoya contra la gufa 27 (véase la fig. 11).

paredes de molde 42 entre las cuales se interpone una pa-

‘-y 27, 1as porclones de molde descrmblrén un ciclo especifm

 estd situada la aberturu de descarva del dispositivo de

Hoja nm. 12
de la mloma se corresponden con las aberiuras 21, 2é‘3:23
In la seccmén o parte bé51ca 20 hay dlspueoto
rotacién un 4rbol 34 provisto deAuna placa 35. Esta pLaca
35 lleva uﬂ anillo interior de porciones de molde 36, eg
tre las cuales hay interpuestas unas porciones méviles: 37
de molde que, en el costado que da hacia el eje géométriw

co del 4rbol 34 llevan, cada una, una rueda de guia 38

./ .

cibn circular de brazos 40 conectados a rotacidén a la pla

:’ .
ca 35 en el luger 41, Cada uno de los brazos 40 lleva dos

red mévil 43 de molde, la cual va provista de un rodillo
44 destinado a cooperar con la gufa 26, Cada uno de los

brazos 40 comprende ademds una leva 45 destinada a coopg
rar con una ranura 46 que hace girar el brazo hacia fuera.

‘En el coller 51 hay formados unos entrantes que
dan acomodé_al conductor de salida 52 de los dispositivos
semiconductores 53 que se van a encapsulér ¥ que se¢ ha-
llan dispuestos en la cavidad de molde 50, teniendo los
dispositivos semiconductores la forma indicada en las fi
guras 2 ¥y 3. ’

El funcionamiento del pregente aparato es el si
guiente: Por medio de unos medios de transmisidén o accig
némiénto acoplados al mismo se hace girar el Arbol 44, de
modo que se mueven tambidn todas las partes conectadas g

dicho 4rbol. Al correr los moldes por enfre las gulas 26

- codd mov1mlento. A partir de- 1a po»1c16n 21, 29 en-la que"

Ja.placa 35 lleva ademés un anillo o disposi- . |
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" ciclo ae;reproddécidn se efectuarsd del modo ilustradé“éﬁ
‘con la abertura de &escarga, de modo que la cavidad de mol
-que uno de los lados o costados de la envoltura se desli --|

ce'ﬁégaero#'ella. La contraccién resultante del enfria-

. tima dispositivos semiconductores con una envolvente-de

;resiné>térmopl£§tidé. Ia tasa o’velpcidad.délpro@ﬁccidn’_._'

13

HolJa nfua.

mezcla y compresidn, frente a la cavidad de molde 5C, el
!
la fig. 12.

‘Durante 12 etapa I, uno de los moldes comunica

de se llena de cierta cantidad de pléstico. aene
Durante la etapa II, el pldstico se enfria, ya© A
za a,io largo de la placa enfriadora 28, que estd refriééf .

rada por una corriente de agua de refrigeracién que se ha
o

miento es éompensada entonces por la expansidn del agente
impelente, deimod@ que la cavidaé de molde permanece siem
pre llena, obteniéndose envolturas de aspecto liso.

Al comienzo de la etapa III, la leva 45 toma
contacto de aplicacién con la ramura 46, después de lo
cual el bfgzo.40 gira en torno al punto 41 y el molde se
abre como estd indicado en la fig. T, en la posicién in-
ferior.

Jos productos moldeados pueden entonces ser ex-
trafdos o retirados del molde en la etapa IV, reteniéndo-
se el brazo 40 en su posicidén de abierto durante toda es
ta etapa. .

Finalmente, en la etapa V el molde vuclve a ce-
rrarsé, después de lo cual puede empezar un nuevo ciclo.
Como se apreciard de modo evidente por lo que antecede,

por medio de esta mAquina es posible moldear de manera con

puede entonces ser muy elevada.’
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Hojn nam.
En la abertura de descarga del dispositivafqé
compresién no es necesario montar ningana vdlvula cdmﬁli
cada, porque las paredes de molde mismas dan la seguridéd
de que la abertufa dé descarga se obtura‘éeccionando'la '
corriente de salida o flujo de pldstico hasta que llega

el molde siguiente.'Como uno de los lados del molde estd
de hecho abierto, y constituye la abertura de alimenta~
éidn del molde, y a contimacién se corre al otro lade de

la placa enfriadora, se evita por completo la formacién .

de bebederos en el producto, y ademés se consigue una muy

buena transmisidén del calor 2 la placa enfriadora.

e

1
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niento de polyo sinterizado de una resina epoxidica.

30

Hoja nom. 19

RETVINDICACIONES

~.Tos puntos de invencién propia y mueva, que s&
prgséntén para que sean objeto de esta solicitud de Pa~
terite de Invencién en Esﬁaﬁa por VEINTE afios, son los que |
se recogen en las reivindicaciones siguientes:’

18, Un dispositivo semiconductor perfecciona—
do, qﬁe comprén&e un elemento semiconductor, unas salidas
de conductor que estédn eﬁ conexién eléectrica con unas "paé
tillas" o 4reas de contacto del elemento semiconductor, y
una eanvoltura de resine sintética en la que van acomoda-
dos el elemento semiconductor, sus conexiones eléctricas
Y parte de las salidas de cpnductor,>comprendicndo dicha
envoltura una enéapsulacién interng qde protege a2l ele~
mentorsemiconductor ¥ sus conexiones eléctricas contra lag
influencias del ambiente, ¥y una parte de resina sintétics
termopléstica expandida que va moldeada por inyeccién en
torno a dicha encapsulacién y determina por lo menos par-
te de 1la forma exterior de la envoliura.

28, El dispositivo semiconductor de la reiﬁig
dicacién 12, en el que dicha encapsulacifén es de una resi
na sintética termoestable.

38, El dispositivo semiconductor de la reivig-

dicacién 22, en el que dicha encapsulacién es un revesti

"4§;_ El_dispositivo semiconductor de cualquiera

de las reivindicaciones precedentes, en el que la resina




L vt o

W s e —— e re mAd b n e o o

P-
1

5

10

15
17118

VGD,

Hoja niun. 16

8 ntétlca Lnrmopl gtica es uno, de 1os materldle poli(sul-

R

furo ﬂc rropeno) y po)l(ShluuTO Qe-fnnlleno) y el agente
expansor es azodicarbonamida.

54, El dispositivo semiconductor de cualquiera
de lés reivindicaciones 12 a %4, en el gue la resina sin-
tética termopléistica consta de una pollamlda expandida

con un agente impelente que contlene, como constitutivo

i
i

principal, carbonato de cinc.

l &,- Un dispositivo uemlconductor perfecciona-

I i

¢

Tal y como se ha deserito en la lemoria que an-

do.

tecede, representado en los dibujos que se acompailan y
para los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de dlecisels hojas escrltas

a méAquina por una sola cara,

Madrid, 22.NOV1978

P.A.

. Ali:eﬁo de Elzub ro
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